ACAD. DAN DASCALU

PRESEDINTELE COMISIEI DE STIINTA SI TEHNOLOGIA
MICROSISTEMELOR

Nascut la 5 aprilie 1942, in Craiova.

STUDII

Studii primare si liceale in Bucuresti, astfel: Scoala Generala Nr. 50 (actuala Scoala
Gimnaziala |. G. Duca, Bd. Panduri) si Scoala Medie Nr. 1 Nicolae Balcescu (Colegiul National
Sfantul Sava), pe care a absolvit-o (cu 11 clase) in anul 1960. A urmat (1960-1965) Facultatea
de Electronica si Telecomunicatii (sectia de Electronica Industriala) a Institutului Politehnic din
Bucuresti.

TITLURI STIINTIFICE

. 1971, Doctor inginer in Electronica, Institutul Politehnic Bucuresti
. 1990, Membru corespondent al Academiei Romane
. 1993, Membru titular al Academiei Romane

ACTIVITATEA DIDACTICA

A fost repartizat (1965) la Institutul Politehnic Bucuresti (IPB), Facultatea de
Electronica si Telecomunicatii, Catedra de Dispozitive, Circuite si Aparate Electronice (DCAE)
unde a lucrat succesiv ca preparator, asistent (1966), sef de lucrari (1972), conferentiar (1976),
profesor universitar si conducator de doctorat (1990). A functionat fara intrerupere in Facultatea
de Electronica, fiind si dupa pensionare (2011) activ in calitate de profesor emerit. Denumirile
actuale sunt Departamentul de Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice (DCAE),
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (ETTI), Universitatea
,,Politehnica” din Bucuresti (UPB).

A fost titular al cursului de Dispozitive si circuite electronice; a predat ocazional Circuite
Integrate Digitale si o prima versiune a cursului de Circuite integrate (1968, pentru prima oara in
Romania). A predat (pana in 2011) cursul de Dispozitive electronice in limba engleza la
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Facultatea de inginerie in limbi straine (FILS) din cadrul Politehnicii din Bucuresti, precum si
cursul de Microsenzori, senzori inteligenti si microsisteme Master, 2009). Din 2011 este
profesor emerit al Universitatii Politehnica din Bucuresti, predand in continuare cursurile de
Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale si (numai pana in 2016) Microsenzori
la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. A coordonat manuale
aparute la Editura Didactica si Pedagogica: Circuite electronice (1981); Dispozitive si circuite
electronice (1982). Este autor sau coautor al altor lucrari didactice.
In perioada in care a lucrat si la INCD Microtehnologie (IMT Bucuresti) a condus (2010-
2013) un proiect de studii postdoctorale finantat din fonduri structurale, cu 35 de bursieri in micro-
si nanotehnologii.

ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA

Si-a inceput activitatea de cercetare stiintifica inca din studentie, sub coordonarea
profesorului Mihai Draganescu, seful Catedrei de Dispozitive, Circuite si Aparate Electronice,
pe atunci Decan al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, ulterior Presedinte al Academiei
Romane. Lucrarea de diploma (in 1intregime originald) a furnizat materialul necesar publicarii
primelor articole, in tard si in strainatate. A 1inceput doctoratul in 1967, tot cu prof. Mihai
Draganescu si I-a finalizat cu sustinerea tezei in noiembrie 1970 (toti referentii oficiali fiind
membri ai Academiei Romane). Titlul a fost confirmat in martie 1971, primul din scoala de
dispozitive semiconductoare a Prof. Draganescu. Teza continea si rezultate experimentale
obtinute in cadrul unui stagiu de cercetare (finantat de statul roman) la Universitatea din
Birmingham, Anglia. In aceasti perioada a lucrat ca Research Fellow in colectivul prof. G.T.
Wright (Facultatea de Inginerie Electrica si Electronica). Rezultatele obtinute in teza au fost
publicate ulterior in articole din reviste internationale, precum si intr-o monografie stiintifica
(1974) aparuta in Anglia (coeditare cu Editura Academiei Roméne). In perioada 1972-1977 a
publicat in total trei monografii in Editura Academiei. Ultimele doua volume, aparute direct in
limba engleza (si totalizand circa 1000 pagini) sunt primele carti de dispozitive semiconductoare
publicate in strainatate de autori romani.

Incepand cu anul 1973 a condus un colectiv de cercetare universitar (format din asistenti
si studenti) care s-a ocupat de Dispozitive semiconductoare de microunde, in colaborare cu
specialisti de pe platforma de semiconductori de la Baneasa. Acest colectiv a realizat pentru
prima oara in Romania dispozitive active de microunde, mai precis dispozitivele generatoare
de microunde denumite diode IMPATT, componente electronice aflate sub embargou, introduse
ulterior in fabricatie la IPRS-Baneasa si exportate. A coordonat un colectiv care a primit Premiul
Traian Vuia al Academiei Romdne (1974) pentru realizarea de dispozitive neconventionale de
microunde. Propunerea a cumulat realizarea modelului experimental al diodei IMPATT de
mica putere cu publicarea in Anglia a monografiei mentionate mai sus. Colectivul din
Politehnica a dispus de o dotare experimentala proprie abia dupa cutremurul din 1977, cand a
obtinut (din donatie internationald) cateva aparate electronice de interes general. Dupa 1980
cercetarea grupului din Politehnica (care a inclus si absolventi in stagiu) s-a orientat spre realizarea
in tara a primelor radiorelee digitale de microunde (unde centimetrice), folosind dioda IMPATT
mentionatda mai sus. A fost proiectat, realizat si omologat pentru Fabrica de Calculatoare
Electronice (FCE) un prototip al unui sistem digital complet de interconectare a calculatoarelor
si s-a realizat pentru fabrica Electromagnetica, modelul experimental al unui radioreleu digital
pentru telefonie (colaborare intrerupta in decembrie 1989). Colectivul din UPB a colaborat cu
ICRET (intreprinderea de Constructii si Reparatii Echipamente de Telecomunicatii) si institutul
de profil.

Dupa 1975, colaborarea tehnologica cu IPRS-Baneasa a deschis un front nou de
cercetare, cel legat de contactul metal-semiconductor. Cercetarea a vizat contactele la
dispozitivele semiconductoare de putere si circuitele integrate. Rezultatele au fost aplicate in
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fabrica si au fost publicate in reviste stiintifice din strainatate. Rezultatele acestei cercetari s-
au valorificat printr-o monografie aparuta in Editura Academiei (1988). Coautorii sunt
doctoranzi din scoala prof. Mihai Draganescu.

Incepand cu anul 1990, a coordonat Centrul de Electronica Fizicd pe care |-a format
in Facultatea de Electronica a Politehnicii bucurestene, continuand activitatea anterioara in
domeniul semiconductorilor. Principalele realizari ale Centrului au fost: (a) gestionarea a doua
proiecte TEMPUS (finantare europeana, 1991-1993) care au facilitat formarea in strainatate de
specialisti in domeniul ,,microtehnologiilor”, dar si infiintarea in facultate unui prim laborator
didactic de proiectare asistata de calculator a circuitelor integrate, cu statii de lucru Sun si
software Cadence (ambele import SUA); (b) initierea formarii (in 1991) a Centrului de
Microtehnologie (CMT), devenit in 1993 Institutul de Microtehnologie (IMT) si in 1996
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (INCD Microtehnologie,
prescurtat IMT Bucuresti), a se vedea sectiunea de Responsabilitdti. Dupa 1990, activitatea
prof. Dan Dascalu (devenit conducator de doctorat si membru al Academiei Romane) a fost
orientatd spre domeniul mai larg de micro- si nanotehnologie, colaborand cu doctoranzii si
respectiv cu unii cercetatori din institutul pe care I-a creat (si in care a activat pana in 2017).

RESPONSABILITATI

In mediul universitar. In facultatea de Electronica a Politehnicii bucurestene a fost
secretar stiintific al Consiliului Profesoral si a condus cu delegatic (1981-1985) Catedra de
dispozitive, circuite si aparate electronice (titular Prof. Mihai Driginescu). In perioada
respectiva Catedra a publicat un numar de cursuri si alte materiale didactice si s-a orientat
mai ferm spre cercetarea aplicativa (inclusiv prin laboratoarele create in perioada in care prof.
Mihai Draganescu a fost vicrpresedinte al CNST).

in domeniul cercetarii. A fost director al Centrului de Microtehnologie (CMT, 1991-
1993), devenit din 1993 Institutul de Microtehnologie (IMT), 0 organizatie care nu avea nici un fel
de patrimoniu, nici macar un sediu propriu (1993). Rolul CMT, ulterior IMT, a fost acela de
a valorifica potentialul uman si material al intreprinderii Microelectronica S.A. pe 0 noua
directie de cercetare, cea de microsisteme electro-mecanice, Micro-Electro-Mechanical Systems,
sau MEMS, (pe baza unei initiative a Acad. Mihai Draganescu, Presedintele Academiei
Romane). Colaborarea cu Microelectronica S.A. s-a realizat in principal prin intermediul unui
contract (1993-1997) care permitea institutului sa gestioneze principalele facilitati tehnologice
si de calcul ale intreprinderii, cu ajutorul personalului fabricii, detasat in IMT. In 1993, Dr. ing.
Doru Dumitru Palade, Ministrul Cercetarii Stiintifice, a introdus tematica de microtehnologii
in Planul national de cercetare, iar ulterior a sprijinit transformarea IMT in institut national,
prin fuziunea cu ICCE (Institutul de Cercetare pentru Componente Electronice), fuziune care a
avut loc in noiembrie 1996. Cu aceasta ocazie institutul a capatat un sediu, o dotare proprie si
a preluat un personal specializat. Astazi, INCD Microtehnologie (IMT Bucuresti) este
supravietuitorul —platformei industriale Baneasa, zona in care fusese concentrata productia si
cercetarea de dispozitive semiconductoare si circuite integrate din Romania, in deceniile 1960-
1990.

In perioada in care a functionat ca Director General si Presedinte al Consiliului de
Administratie al INCD

- Microtehnologie (1996-2011), eforturile acad. Dan Dascalu s-au indreptat nu

numai spre consolidarea institutului (resurse umane, infrastructura, vizibilitate pe plan national

si international), Ci si spre dezvoltarea in tard a domeniului de micro- si nanotehnologii. In

momentul incetarii mandatului de Director general (iunie 2011), IMT era cel mai performant

institut national de cercetare- dezvoltare din Romdnia in programele europene (Raport Inovare,

Comisia Europeana, 10 iunie 2011), finalizase cu succes studiul prospectiv privind

nanotehnologiile in Romdnia (coordonator al proiectului NANOPROSPECT, concluzii si baze
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de date disponibile la www.imt.ro/NANOPROSPECT) si continua cu succes investitiile in
infrastructura experimentala prin castigarea proiectului CENASIC (2010), intr-0 1incercare de
a completa prima facilitate de micro- si nanotehnologii din estul Europei deschisa diversilor
utilizatori (IMT-MINAFAB (inaugurata in 2009). Mentionam de asemenea afilierea la Academia
Romana a Centrului de Nanotehnologii (2002-2017), cu acronimul CNT-IMT. Acest centru a
fost reprezentat la inceput de Laboratorul de Nanotehnologie, primul laborator cu acest profil
din tara (1996), pentru ca din 2009 sa functioneze sub egida Academiei Romdne un CNT-IMT
extins, format din 3 laboratoare, care au atras (dupa 2010) un numar de specialisti formati in
strainatate. Cercetatorii din CNT-IMT (aflat din 2010 sub coordonarea acad. Dan Dascalu) au
gestionat laboratoare experimentale din IMT — MINAFAB si au contribuit la demararea activitatii in
noul Centru de Nanotehnologii, CENASIC (infrastructura finantata din fonduri structurale, data in
functiune la sfarsitul anului 2015).

Dezvoltarea in tara a domeniului de micro- si nanotehnologii a fost stimulata nu numai
prin initiativele la nivelul programelor CDI nationale, ci si prin proiecte suport europene
finantate din PC 6 si coordonate de catre IMT — Bucuresti (prin acad. Dan Dascalu). Ele au fost
destinate Romaniei (ROMNET-ERA), tarilor din estul Europei (MINAEAST-NET) si respectiv
tuturor tarilor interesate din UE (MINOS-EURONET); ele au facilitat contactele si participarea
la la propuneri de proiecte comune in PC 6 si PC 7. Amintim ca Acad. Dan Dascalu a fost (din
1991, cu intermitente) membru al Colegiului consultativ pentru cercetare- dezvoltare, iar pana
in 2015, presedinte al Comisiei 4 (materiale noi, micro- si nanotehnologii). In ultima perioada
de activitate in INCD — Microtehnologie (2011-2017), acad. Dan Dascélu a participat, printre
altele, la finalizarea si valorificarea proiectelor majore deja incepute, dar si la redactarea unor
proiecte care sunt in prezent finantate din fonduri structurale: TGE-PLAT (Parteneriat in
exploatarea Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE), utilizand o PLATforma de interactiune
cu intreprinderile competitive) si CESMIN (CEntru Suport pentru cooperare europeand in
Micro- si Nanotehnologii).

Odata cu fuziunea IMT-ICCE mentionata mai sus, a fost preluatd si Conferinta
Anuala de Semiconductori (CAS), initiata de ICCE in 1978, devenita internationala in 1991,
eveniment IEEE in 1995 si ajunsa in 2017 la a 40-a editie. Una din primele masuri luate de acad.
Dan Dascélu ca Director general al IMT Bucuresti (pana in 2011) si presedinte al conferintei
(2008-2016) a fost intensificarea contactelor cu participantii la proiectele europene, inclusiv
prin organizarea unor eveniment satelit. in 2013 a fost presedinte al Comitetului de Program
al ESSDERC (European Solid-State Device Research Conference), care si-a desfasurat cea de a
43-a editie la Bucuresti (pentru prima oara in estul Europei).

Responsabilitati in Academia Roméana

In perioada 1994-1998 acad. Dan Dascilu a fost presedintele Sectiei de Stiinta si
Tehnologia Informatiei. A infiintat (1998) Romanian Journal for Information Science and
Technology (ROMJIST), publicatie a Academiei Roméane, acum publicatie ISI si pe care o
coordoneaza ca Editor Sef. Revista este accesibila online la www.romjist.ro. A infiintat (1998)
Comisia pentru Stiinta si Tehnologia Microsistemelor (STMS) a Academiei Romane, al carui
presedinte este si in prezent. Reorganizata in 2017, comisia cuprinde un numar considerabil de
personalitati (inclusiv din diaspora) active in micro- si nanotehnologie (inclusiv micro- si
nanoelectronica, micro- si nanosisteme). Detalii apar pe pagina www.link2nano.ro/acad.
Membrii comisiei organizeaza anual Seminarul National de Nanostiinta si Nanotehnologie
(SNN). In ultimii ani, editiile pur stiintifice ale seminarului au alternat cu evenimentele de
informare si diseminare legate de programele si proiectele europene in care participd Romania,
a se vedea www.link2nano.ro/acad/SNN. In noiembrie 2018 fost organizat Forumul Romdanii
in Micro- si Nanoelectronica, in tandem cu editia 2018 a seminarului mentionat mai sus (SNN
2018). Dublul eveniment (6-7 noiembrie 2018) s-a desfasurat la Academia Romana sub titlul
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http://www.link2nano.ro/acad/SNN

Excelenta Europeana in Nanotehnologie. Forumul si editiile SNN desfasurate sub egida
Academiei Romane au fost organizate pana in 2018 in parteneriat cu INCD Microtehnologie
(IMT Bucuresti). Un alt dublu eveniment (desfasurat de data aceasta sub forma de
videoconferinta, in limba englezd) a grupat (a se vedea https://www.link2nano.ro/
NANOA42/Program_of _the Joint_Event.pdf) sub titlul From Nanotechnology to Key Digital
Technologies, un prim eveniment denumit Nanotechnology and the Internet of Things (IoT),
organizat de IEEE Romania Nanotechnology Chapter NANO42 si respectiv International
Cooperation in Advanced Technologies, editia 2020 a SNN, organizata cu participarea unor
experti ai Comisiei Europene. La initiativa Secretarului General al Academiei Romane,
Comisia STMS a organizat dezbaterea Impactul sistemelor ciber-fizice asupra societdtii si
a industriei (20 februarie 2020), elaborand dupa eveniment o propunere de orientare
strategica la nivel national (http://www.link2nano.ro/acad/D-CPS/Initiativa_strategica.pdf).

Membrii Comisiei STMS au fost angrenati si in activitatea de editare a seriei de volume
in limba engleza intitulata Micro- and Nanoengineering (Editura Academiei Romane).
Coordonatorul seriei este acad. Dan Dascalu. Aceste volume sunt accesibile si online, pe pagina
www.link2nano.ro/acad/mne. Ultimul din serie (aparut in noiembrie 2020) este vol. 28, intitulat
"Nanomaterials — Functional Properties and Applications”. Acesta grupeaza versiunea in
extenso a unor comunicari stiintifice la editia SNN 2019 a seminarului national (24-25 octombrie
2019), organizata la Iasi, cu concursul Institutului de Chimie Macromoleculard Petru Poni al
Academiei Romane. Membrii comisiei STMS au fost implicati si in elaborarea volumului
Scoala romdneasca de micro- si nanoelectronica (coordonator acad. Dan Dascalu) supliment
al seriei Civilizatia Romaneasca, care a aparut in anul Centenarului Marii Uniri (2018) in
Editura Academiei (lansare oficiala la Academia Roméana in 12 septembrie 2018). Acest volum
(accesibil la http://www.link2nano.ro/ acad/RSMNE/
Civilizatie_romaneasca_Final_tipografie.pdf)  contine note biografice ale specialistilor
mentionati in textul de mai sus, dar si prezentdri ale evolutiei principalelor organizatii din
domeniul industriei de semiconductori/micro — si nanoelectronicii. Capitolul 6 prezinta in
detaliu evolutia IMT, inclusiv eforturile pentru dezvoltarea in tarda a domeniului micro- si
nanotehnologiilor. O versiune imbunatatita a acestei lucrari, in limba engleza, inca in curs de
redactare, este accesibila partial pe pagina http://www.link2nano.ro/acad/RSMNE/).

Elaborare de strategii, programe nationale. in 1998-1999, acad. Dan Dascilu a coordonat
elaborarea unui plan pentru dezvoltarea in Romania a Societatii Informationale, parte a unei
Strategii Nationale finalizate de Academia Romana in timpului Guvernului Mugur Isarescu,
activitate pentru care a fost distins (2000) cu Ordinul National Serviciul Credincios in grad de
Ofiter. In 2000-2001 a contribuit la initierea si redactarea programului Materiale Noi, Micro-
si Nanotechnologii (MATNANTECH), din PNCDI I. In perioada 2004-2006 a condus unul din
grupurile de lucru (analiza stadiului actual) pentru elaborarea unei strategii CDI pentru perioada
2007-2013. In activitatea de elaborare a PNCDI Il a reusit introducerea directiei de cercetare
Micro- si nanotechnologii (unul din cele 7 subdomenii ale Tehnologiei Informatiei si a
Comunicatiilor, TIC). In primele competitii, proiectele castigitoare au adus acestui subdomeniu
30-40% din fondurile rezervate TIC. In pregatirea PNCDI Ill, a coordonat elaborarea studiului
prospectiv Nanotehnologia in Romania (NANOPROSPECT, 2010-2011), care a inventariat
potentialul Romaniei in patru tehnologii generice esentiale (Key Enabling Technologies, KET).
Reprezinta Academia Romana in consultarea (2020) organizatda de Ministerul Fondurilor
Europene privind elaborarea POCIDIF (Programul Operational Cercetare-Inovare,
Digitalizare si Instrumente de Finantare), postura in care a transmis propuneri ale grupului de
lucru al Comisiei STMS.

La nivel European. A participat ca expert (din 1992) la evaluarea proiectelor europene
de tehnologie informatica. A fost reprezentant national in programul ENIAC JU (parteneriat
public-privat in nanoelectronica) pana la finalizarea acestuia (2014). A participat la Comitetul
de program al CE (prioritatea Nanotehnologie, Materiale, Productie), in calitate de expert
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desemnat de catre Romania (din 2002) pentru PC 6 si PC 7. Calitatea de expert pentru Orizont
2020 (comitetul de program NMBP) a fost reactualizata in perioada 2015-2018. Din 2009 pana
in 2017 a participat la lucrarile High Level Group (HLG) al CE pentru Nanotehnologie si
Materiale Avansate. A reprezentat Romania si in ,,mirror-group” al Comisiei Europene pentru
nanomedicind. Eforturile de mobilizare a potentialului Romaniei in nanotehnologii (prin
initiative, propuneri in programe nationale, proiecte suport, evenimente) a fost confirmata prin
implicarea cercetarii romanesti in programele europene.

Alte activitati. A infiintat (2018) si conduce in calitate de Presedinte Asociatia
pentru Tehnologii Generice si Esentiale (ASTEGI), www.romjist.ro, care asista Comisia
STMS a Academiei Romane in organizarea de evenimente si elaborarea de propuneri de
orientare in CDI; este direct implicata in consultarile Ministerului Fondurilor Europene. Prin
ASTEGI se acorda sponsorizare unor activitati ale ROMJIST si respectiv NANO42 (a se vedea
mai jos). In calitate de IEEE Life Senior Member, a infiintat (2020) si coordoneaza (Chair,
2020-2021), IEEE Nanotechnology Chapter NANOA42 (in cadrul Romania Section), organizand
in 2020 primele 2 evenimente tehnice (https://www.link2nano.ro/NANO42/).

CONTRIBUTII STIINTIFICE IMPORTANTE

Cercetari in domeniul curentilor limitati de sarcina spatiala in corpul solid

Lucrarile stiintifice in domeniul curentilor limitati de sarcina spatiala in corpul solid au
fost publicate in primul deceniu dupa absolvirea facultatii (1965), care a cuprins si elaborarea
tezei de doctorat cu titlul: Curenti limitati de sarcina spatiala in corpul solid (1970). O directie
importanta de studiu a fost aceea de analiza a efectelor de timp de tranzit in dispozitivele
semiconductoare unipolare, urmarind in mod deosebit posibilitatea de a obtine un efect de
rezistentd negativa. Originea acestor preocupdri ca student si doctorand trebuie cautatd in
cercetarile intreprinse de Prof. Mihai Draganescu, mai intadi pentru explicarea unor fenomene
care au loc in tuburile cu vid, apoi in cautarea unor analogii in functionarea dispozitivelor cu
corp solid. Este vorba de efectul inertiei purtatorilor de sarcina, care necesita un timp de
deplasare (de tranzit), tinzand sa produca (la frecvente inalte, atunci cand perioada de oscilatie
devine comparabil cu timpul de tranzit intre electrozi) o defazare a curentului in urma tensiunii.
Un defazaj suficient de mare conduce la un efect de rezistentd negativa: dispozitivul genereaza
putere de finalta frecventa (de semnal), in loc sa disipe (sa consume). Istoric vorbind,
generarea de putere de inalta frecventa datorita efectelor de timp de tranzit in tuburile electronice
(cu o constructie speciala) a avut 0 importanta uriasa permitand constructia radarului si jucand
un rol crucial in Al Doilea Razboi Mondial (rezistenta incununata de succes a Angliei in fata
ofensivei aeriene a Germaniei naziste).

Odata cu aparitia dispozitivelor semiconductoare, problematica de mai sus a fost reluata.
Autorul s-a ocupat de fenomenele care apar in dispozitivele de tip unipolar (care functioneaza
cu un singur tip de putatori de sarcina, fie electroni, fie goluri). Este vorba de functionarea in
curent continuu, comportarea la semnale mici, dar si efecte neliniare (detectie). Dincolo de
analogia cu dispozitive electronice bazate pe circulatia electronilor in vid, fenomenele interne
si comportarea in circuit sunt sensibil diferite. S-a ajuns la un anumit grad de generalitate,
elaborand un sistem de ecuatii Similar celui dezvoltat de Llewellyn si Peterson pentru
dispozitivele cu vid (1940), urmarind — printre altele — posibilitatea teoretica dea obtine un efect
de rezistenta. Stagiul — din pacate prea scurt — petrecut in colectivul prof. G.T. Wright
(Universitatea din Birmingham) a permis evidentierea experimentala a unor efecte de timp de
tranzit, in faza initiala de cercetare a diodelor BARITT (BARrier Injection Transit Time), care a
au fost realizate ulterior in Anglia (dar si in Romania, de catre Nicolae Marin, unul din
colaboratorii acad. Dan Dascalu). Cercetarea a fost valorificata prin teza de doctorat,


https://www.link2nano.ro/NANO42/

monografii publicate in tara si in strainatate, dar si prin lucrarile din lista selectiva, a se vedea
pozitiile 1-26.

DEZVOLTARE TEHNOLOGICA LEGATA DE REALIZAREA iN TARA A DISPOZITIVELOR
GENERATOARE DE MICROUNDE $1 UTILIZAREA ACESTORA iN NOI TIPURI DE ECHIPAMENTE

Incepand din anul 1973 a condus un colectiv de cercetare al Catedrei care s-a ocupat
de ,,Dispozitive semiconductoare de microunde®, in colaborare cu specialisti de pe platforma
Baneasa. Acest colectiv a realizat pentru prima oara in tara dispozitive generatoare de
microunde (diodele IMPATT, IMPact Avalache Transit Time), introduse ulterior in fabricatie
si exportate. Pe directia aplicatiilor cercetarea s-a orientat apoi spre realizarea primelor
radiorelee digitale pentru unde centimetrice. Este vorba de:

(@) Realizarea (in colaborare cu ICCE si IPRS-Baneasa) a diodelor IMPATT
generatoare de microunde, introduse in fabricatie la IPRS-Baneasa incepand cu anul 1978.
Diodele generau 100 mW, respectiv 500 mW 1in banda X (8-12 GHz). Ele aveau performantele
de catalog Hewlett-Packard, fiind realizate prin efort propriu, fara transfer de tehnologie,
documentatie de fabricatie (de fapt dispozitivele erau sub embargou); b) Dezvoltarea
radioreleelor digitale de microunde (banda X), de mica capacitate (2Mb/s), pentru interconectarea
calculatoarelor (prototip omologat pentru Fabrica de Calculatoare Electronice), respectiv de
medie capacitate (8Mb/s), pentru transmisii de canale telefonice (model experimental,
Electromagnetica). Detalii privind activitatea de cercetare-dezvoltare apar mai jos.

Colectivul de cercetare format in 1973 a cuprins cadre didactice din facultatea de
Electronica si Telecomunicatii a Institutului Politehnic din Bucuresti (s.1. dr. ing. Dan Dascalu,
asist. ing. loan Costea, asist. ing. Gh. Brezeanu) si proaspetii absolventi ai acelelasi facultif
(ing. Nicolae Marin, ing. Andrei Mihnea) angajati la Institutul de Cercetari pentru Comppnent
Hlectronjce (ICCE). In aceasti activitate




a fost angrenat ulterior si si asist. ing. care s-a alaturat colectivului din Catedra de

Dispozitive, Circuite si Aparate Electronice condusa de Prof. Mihai Draganescu,
precum si asi$t. ing. Radu Dragomir. Contractul de cercetare cu titlul Dispozitive
semiconductoare neconventionale de microunde a fost semnat initial (1973) intre Institutul
Politehnic Bucuresti si CNST, fiind transferat in anul urmator la Institutul Tehnic de Cercetari
si Proiectari al Armatei (ITCPA), in calitate de beneficiar (urma sa fie utilizatd in
radiolocatoare). Deoarece Institutul Politehnic nu dispunea de dotari si expertiza tehnologica,
s-a apelat la ICCE. Ulterior cercetarea experimentald a fost reorientata spre colaborarea cu
IPRS-Baneasa (in special sectia de Dispozitive de Putere).

Colectivul de cercetare a decis sa realizeze dioda IMPATT cu siliciu, singurul
dispozitiv cu rezistenta negativa cunoscut la vremea respectiva ca fiind capabil sa genereze o
putere semnificativa (cateva sute de mW in banda X) si care se putea realiza in tara, pe baza
tehnologiei siliciului. Trebuia dezvoltata o tehnologie specifica, dispozitivul trebuia proiectat,
incapsulat si testat. Testarea diodelor semiconductoare in domeniul microundelor necesita
realizarea mecanica cu precizie a unor cavitati rezonante. Dioda IMPATT (IMPact Avalanche
Transit-Time) ofera o rezistenta negativa in microunde (unde centimetrice, frecvente de ordinul
a 10 GHz) prin defazajul care apare intre curent si tensiune, datorita intarzierii purtatorilor de
sarcina in tranzit prin dispozitiv (0 jonctiune pn cu un profil de impuritati special). Sursa de
purtatori de sarcind 0 furnizeaza fenomenul de multiplicare in avalansa. Dioda IMPATT este
analoaga tubului electronic cu aceeasi functie (clistron), cu deosebire ca in al doilea caz sursa de
purtatori de sarcina (electroni) este un filament incalzit. Functionarea in avalansa necesita
uniformitatea campului electric, care se obtine intr-0 structura de tip ,,mesa “. Randamentul de
generare este relativ mic, ceea ce inseamna ca dispozitivul trebuie sa permita disiparea unei
puteri foarte mari. Dioda trebuie sa aiba o capacitate electrica foarte mica pentru a functiona la
frecvente inalte, deci vaavea o arie minuscula. Densitatea puterii disipate fiind enorma, evacuarea
caldurii printr-un microradiator (care la randul sau se lipeste intr-0 capsula) este vitala. O a doua
optiune tehnologica cruciala dupa alegerea structurii de tip mesa a fost aceea de a folosi un
., radiator integral“ (microradiator) construit odata cu dispozitivul, ca un fel de ,.tipsie* pe care
se gaseste dioda. Microradiatorul a fost construit din cupru si nu din aur, pentru a minimiza
costurile. De fapt s-au fabricat mai multe zeci de diode simultan dintr-o placheta de siliciu,
placata cu cupru iar in final s-au obtinut toate aceste dispozitive pe un substrat comun (folia de
cupru). Desigur, aceasta folie a fost ulterior decupatd in structuri individuale, iar fiecare
structura (microradiator ca suport pentru dioda) a fost lipita intr-0 capsula metal-ceramica
specifica utilizarii in microunde. Descrierea sumara de mai sus ascunde dificultati tehnologice
mari. Vom da numai doua exemple: (1) Diodele redresoare de putere nu functioneaza in regim
de avalansa, ca diodele IMPATT, deoarece orice neuniformitate a campului electric poate
deteriora iremediabil dispozitivul; (2) Cuprul nu se folosea in industria de semiconductori in
anii ’70, deoarece contamineaza suprafetele si determina aparitia unor caracteristici electrice
instabile. A trebuit sa treaca doua decenii pentru a se rezolva problema utilizarii cuprului in
tehnologia circuitelor integrate, cuprul fiind in cele din urma preferat pentru realizarea
conexiunilor datorita conductibilitatii sale termice foarte bune (Dan Dascalu, ,,De la tuburi
electronice la dispozitive semiconductoare generatoare de microunde, Noema, vol. XVI, pp.
315-325 (2016).

Dioda IMPATT ca atare a fost realizata tehnologic de catre ing. Nicolae Marin,
proaspat absolvent repartizat la ICCE, care a lucrat practic tot timpul in sectiile de la IPRS-
Baneasa (in sectia de dispozitive de putere), unde s-a si transferat iz momentul 7n care a trebuit
finalizata cercetarea. Daca in primii ani, inclusiv la realizarea modelului experimental al
dispozitivului, colaborarea cu Institutul Politehnic Bucuresti a fost esentiald, in faza de
industrializare (in special dupa omologarea prototipului diodei IMPATT de mica putere din
1978), ing. Marin si-a format propriul colectiv. Pasiunea si talentul acestui electronist, care a
parasit pentru moment o cariera de cercetator stiintific pentru a lucra in industrie, a fost decisiva
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in finalizarea cercetarii prin produse. Colegii din Politehnica au contribuit la montarea
dispozitivului in capsula (brevet Dan Dascilu s.a.) si testarea acestuia in microunde folosind la
inceput drept contact electric improvizat... 0 picatura de mercur (loan Costea). in perioada
critica a realizarii ,,modelului®, Nicolae Marin a fost incorporat pentru efectuarea stagiului militar
si responsabilitatea pe partea tehnologica a fost preluata de catre Andrei Mihnea (ICCE). De
aceea, pe un plan mai larg, sustinerea cercetarii pe parcursul mai multor ani este rezultatul
colaborarii unui grup de electronisti, lucrdand in IPB, ICCE si IPRS-Baneasa.

In anii 80 activitatile IPB si respectiv IPRS-Baneasa in domeniul microundelor s-au
desfasurat in paralel. Dupa dioda IMPATT de mica putere (100 mW in banda X), ing. Nicolae
Marin a realizat dioda IMPATT de medie putere (500 mW, tot in banda X) si apoi 0 varianta
de dioda BARITT (mentionata mai sus). Mult mai putin cunoscut, acest din urma dispozitiv poate
fi folosit cu un triplu rol intr-un radar Doppler cu automixare — aceeasi dioda asigura oscilatiile
la emisie, semnalul pentru oscilatorul local la receptie si mixarea cu semnalul receptionat. Au
fost omologate, si ulterior produse in IPRS, o serie larga de module Doppler cu dioda BARITT,
utilizate ca senzori de proximitate si pentru masurarea distantelor.

Intre timp, colectivul din Politehnica a trecut la realizarea unor echipamente de
radiocomunicatii in banda X, folosind diodele IMPATT indigene atat la emisie, cat si la receptie
(in oscilatorul local). S-au dezvoltat (in colaborare cu Fabrica de Calculatoare, ulterior cu
Electromagnetica si cu ICRET) radiorelee digitale cu doua destinatii diferite: a) interconectarea
calculatoarelor prin modemuri cu viteza de transmisie de 2 Mb/s (prototip omologat); b)
telefonie digitala, cu o capacitate de 8 Mb/s (numai pana 1in faza de model experimental, dupa
care au intervenit evenimentele din decembrie 1989).Unul dintre oamenii de baza ai acestui
colectiv de radiorelee a fost ing. Aurel Spornic.

in perioada 1991-1993 grupul de mai sus, parte a colectivului condus de Dan Dascilu,
a desfagurat 0 activitate intensa de cercetare in cadrul temei ,Investigarea si modelarea
fenomenelor fizice din dispozitivele si circuitele integrate cu compusi AIIIBV*. In urma
participarii la un program TEMPUS (v. mai jos), activitatea de cercetare a grupului a fost axata
incepand cu 1992 pe modelarea si studiul aplicatiilor diodelor cu tunelare rezonanta cu dubla
bariera (DBRT). Au fost dezvoltate noi modele pentru dioda DBRT, a fost analizata generarea
de putere de microunde 1in circuitele cu diode DBRT configurate ca oscilatoare si ca
multiplicatoare de frecventa. Aceste aplicatii au necesitat investigarea si dezvoltarea de noi
tehnici pentru modelarea neliniara a circuitelor de microunde bazate pe metoda balansarii
armonicilor. S-au remarcat in mod deosebit prin cercetarea independenta Sorin Voinigescu
(acum profesor la Universitatea din Toronto, Canada) si Dan Neculoiu (in prezent
profesorlaUniversitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Electronica) Trebuie
apreciatda si contributia regretatului prof. Teodor Tebeanu la activitatea de cercetare a acestui
grup.

Se pot consulta pozitiile 27, 28, 31-34, 37 din lista selectiva de lucrari.

CERCETAREA LEGATA DE CONTACTUL METAL SEMICONDUCTOR

in 1975, inginerii de la IPRS-Bineasa au constatat existenta unor probleme legate
de realizarea contactelor metalice la unele dispozitive semiconductoare de putere. In perioada
respectiva, colectivul din Politehnica (Dan Dascalu, Gh. Brezeanu) colabora cu fabrica in
experimentarea unor procese de realizare a diodelor IMPATT si au fost contactati pentru o
colaborare pe baza de contract. Asa au demarat cercetarile legate de structura si proprietatile
contactului realizat prin metalizarea siliciului, proces tehnologic indispensabil in realizarea
contactelor la dispozitivele semiconductoare si circuitele integrate. S-au studiat in special
contactele de Al depuse in vid si cele de Ni depus chimic. Pe parcursul cercetarii: (a) S-au
conceput structuri speciale de test pentru evaluarea parametrilor electrici ai contactelor
Schottky si ohmice; (b) S-au facut investigatii microfizice si 0 modelare avansata a contactelor



Schottky, respectiv ohmice; (c) S-au dezvoltat noi tehnologii de metalizare bazate pe siliciuri;
(d) S-au facut teste de fiabilitate.

Dincolo de utilizarea industriala, rezultatele au fost publicate in reviste din strainatate
si sintetizate intr-o monografie aparuta la Editura Academiei. Este interesant faptul ca lucrarea
de modelare a contactelor neuniforme Al/Si, publicata in 1981 in Solid State Electronics a devenit
una de referinta in domeniu, fiind citata cu regularitate la decenii dupa publicarea ei. Se pot
consulta lucrarile 30, 35, 36, 38-41 din lista selectiva.

Angrenarea in activitati de dezvoltare industriald de echipamente (in special dupa
1980), dar si activitatile organizatorice de dupa 1993 (conducerea unui institut pana in 2011),
au dispersat considerabil contributiile stiintifice, de regula in colective mari, inclusiv in proiecte
internationale. Lista contine si un numar de astfel de contributii, partial legate de realizarea de
componente de microunde prin noile tehnologii si de senzoristica. Dintre lucrarile legate de
activitatea doctoranzilor indrumati dupa 1990, mentionam in special pozitiile 71-75 (diagrama
Smith tridimensionala si utilizarea acestora in circuitele de microunde, doctorand Andrei Miiller).
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I11. Memorialistici-Media-Varia

Preambul: Primele trei extrase ilustreaza istoria unei organizatii de cercetare al carui
succes este strans legat de numele unor membri ai Academiei Romane si de institutia Academiei
ca atare. Ultimele doua etaleaza concluzii ale analize aprofundate intreprinse in cadrul Comisiei
STMS a Academiei.

li.ADan Dascalu, O samanta care a rodit, Academica, vol. XXVII, iulie 2017, pp. 36-38

Academicianul Mihai Draganescu are 0 contributie recunoscuta la consolidarea industriei
electronice, la dezvoltarea informaticii, la filozofia societitii cunoasterii. In acest articol ne referim
la modul in care s-a dezvoltat si a dat roade o simpla idee a Profesorului, nascuta in 1991, .....
0 idee care a condus la crearea unui institut care continua si astazi, urmarind evolutiile de pe
plan mondial, traditia roméaneasca in domeniul semiconductori/microelectronica. Nu este vorba de
conservarea industriei si cercetarii de pana la 1990 ci de crearea si dezvoltarea unui institut
de cercetare pentru microtehnologie, ulterior micro- si nanotehnologie. Acest domeniu, aparent
»exotic” la inceput, a evoluat din anii ‘90 pana in prezent si a devenit indispensabil pentru
tehnologia micro-nanoelectronicd actuala. ..... Micro-nanotehnologiile sunt esentiale pentru
realizarea de micro-nanosisteme, de exemplu MEMS (micro- sisteme electro-mecanice).
Conceptele de Internet of Things (IoT) sau Smart cities nu ar avea sens in absenta unor astfel de
sisteme miniaturizate care asigura interfata cu mediul tehnic si natural. Industria micro-
nanoelectronica in sens larg cuprinde si fabricatia MEMS......

Contextul in care a apirut ideea Profesorului a fost urmitorul. in 1991 S.C.
Microelectronica (fabrica cu tehnologia cea mai evoluata din industria de semiconductori
romaneasca...) era in deriva dupa disparitia CAER, care asigura piata de desfacere, dar si unele
semifabricate. Propunerea Acad. Mihai Draganescu (la momentul respectiv presedinte al
Academiei Romane) a fost aceea de a se infiinta 0 noua entitate de cercetare care sa
foloseasca tehnologia microelectronica din aceasta fabrica in domeniul microtehnologiilor
(tehnologii de microsistem)......In septembrie 1991 s-a infiintat, prin semnatura Prof. Andrei
Tugulea, secretar de stat pentru cercetare, asa-zisul CMT (Centrul de Microtehnologie). Un rol
aparte ... in perioada 1992-1996 I-a Prof. dr. ing. Doru Dumitru Palade..... In calitate de Vice-
presedinte al Colegiului Consultativ a prezidat o sedinta in care s-a facut 0 evaluare a domeniului
de microtehnologii (29 februarie 1992). Ca Ministru a asigurat CMT finantarea necesara pentru
a sustine activitatea liniei de fabricatie de la S.C. Microelectronica, a introdus (1993) in Planul
National de cercetare domeniul de ,microtehnologii”..., a infiintat Institutul de Microtehnologie
(IMT), prin HG (23 iulie 1993). Ulterior, a propus fuziunea dintre IMT si ICCE (Institutul de
Cercetari pentru Componente Electronice), idee pe care nu 0 mai avusese nimeni pana atunci. In
mandatul de Ministru al domniei sale, prin HG (noiembrie 1996) apare actualul institut national
(INCD Microtehnologie, sau IMT Bucuresti)....... IMT a gestionat linia de fabricatie de la S.C.
Microelectronica numai pana in martie 1997, dar institutul a supravietuit: fuziunea cu ICCE i-a
asigurat un sediu, un minim de infrastructura experimentala si majoritatea resurselor umane .....
lar orientarea tematica spre un domeniu de perspectiva i-a facilitat succesul in cooperarea
europeana (cel mai performant INCD din Romania, conform ,,Raportului pentru inovare” al
Comisiei Europene, 10 iunie 2011). A fost de importanta vitala finantarea neintrerupta timp de
doua decenii (1993-2013) din programele CD pe plan national pe tematica microtehnologii
sau micro-nanotehnologii (tematica corelata cu cea europeand). Sa nu uitam nici investitiile
in infrastructura de cercetare, din diverse surse (2006-2015).

Cum este vazut in prezent institutul pe plan mondial? De mai bine de doua decenii,
la initiativa Japoniei, a fost organizata Word MicroMachine Summit (MMS), manifestare
anuala dedicatda domeniului MEMS (v. mai sus). Este vorba de o reuniune stiintifica internationala
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la care se participa numai pe baza de invitatie Si la care se prezinta si rapoarte ,,de tard” sau rapoarte
pentru activitatea in domeniu intr-un grup de tari (de ex. Tarile de Jos, sau tarile din Peninsula
Ibericd).... in ultimii zece ani (2007-2016) Romania, prin IMT, a fost singura tari participanti
din estul Europei.

m.B  DAN DASCALU, ACADEMIA ROMANA MARCHEAZA JUBILEUL CERCETARII
ROMANESTI iN SEMICONDUCTORI-NANOELECTRONICA, ACADEMICA, VOL. XXIX, DECEMBRIE
2019, PP.69-73

Un simpozion organizat recent la Academia Romana (19 septembrie 2019) a
aniversat aparitia in 1969 a primei unitiati de cercetare in domeniul dispozitivelor
semiconductoare si circuitelor integrate, domeniu in care Romania avea deja o industrie.
Este anul in care — pe plan mondial - aceste componente electronice au jucat un rol cheie
in prima aselenizare a unui echipaj uman. Acelasi domeniu a devenit ulterior micro- si
nanoelectronica si a transformat lumea prin intermediul tehnologiei informatiei si a
telecomunicatiilor, producand mai intii a treia revolutie industriala (prin automatizare si
calculatoare electronice) si asigurand in prezent baza celei de a patra revolutii industriale
si @ unei conectivitati la nivel global intre oameni si intre ....... obiecte. Declinul industriei
romanesti de dupa 1990 a dus si la disparitia industriei romanesti de dispozitive
semiconductoare si microelectronica, dar — in mod paradoxal — cercetarea in domeniu s-a
reorientat si a supravietuit, fiind prezenta in proiecte europene de avangardai, colaborand cu
firme high-tech din strainitate, dar oferind si asistenta tehnologica IMM-urilor inovative de
1= [0 PO

Istoric vorbind, domeniul s-a dezvoltat si a supravietuit prin implicarea unor
membri ai Academiei Romane.......cccceueeneee prima entitate de cercetare in domeniu (Centrul
de Cercetare si Proiectare pentru Componente Electronice, CCPCE), a fost condusi initial
de catre acad. Mihai Draganescu. Centrul a devenit ulterior Institutul de Cercetare pentru
Componente Electronice (ICCE), condus de citre dr. ing. Constantin Bulucea, Membru de
Onoare al Academiei Roméne.......Actualul institut de cercetare de profil, INCD-
Microtehnologie (IMT Bucuresti), fondat si condus un timp indelungat de citre autorul
articolului de fata, a aparut si el in urma unei idei a acad. Mihai Draganescu, la inceput sub
forma unui centru de cercetare (CMT) infiintat in 1991 de citre acad. Andrei Tugulea, pe
atunci secretar de stat in ministerul de profil. De remarcat ca CMT (Centrul de
Microtehnologie), a devenitin 1993 IMT (Institutul de Microtehnologie), transformandu-se
in actualul institut national de cercetare-dezvoltare dupa fuziunea cu ICCE si preluind
stafeta cercetarii intr-un domeniu extrem de divers si cu 0 evolutie rapida.

............... Pe fond, microtehnologiile sunt tehnologii micronice (care permit
realizarea de obiecte cu dimensiuni caracteristice de ordinul micrometrilor (un micrometru
—sau un micron - este a mia parte dintr-un milimetru). Microtehnologiile au fost preluate
din arsenalul industriei dispozitivelor semiconductoare cu siliciu (cum este tranzistorul,
»caramida” de constructie a circuitelor electronice integrate), ulterior al industriei
microelectronice. Realizarea microsenzorilor (traductori de intrare ai microsistemului) sau
a microactuatorilor (traductori de iesire, transforma semnalul electric intr-o marime de
alta natura, de pilda intr-o actionare mecanica) se face astfel prin tehnologii inrudite (daca
nu identice) cu cele care permit fabricarea circuitelor microelectronice integrate. Aceasti
circumstantd a fost deosebit de favorabild pentru realizarea industriald de microsisteme,
fabricatie care asigura in prezent o ramura a industriei microelectronice si un ,,punct
forte” al Europei. Institutul de Microtehnologie (IMT) a fost creat in Roméania in perioada
de inceput, fiind prima entitate de acest fel din estul Europei si beneficiind de programele
de cercetare ale UE. IMT a devenit partener in numeroase proiecte europene (in 2011
situandu-se pe primul loc printre zecile de institute nationale in ceea ce priveste fondurile
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obtinute din aceasta sursi) si si-a céstigat 0 reputatie internationali, ceea ce arata cu
prisosinta cat de inspirata a fost reorientarea experientei pe plan national in domeniu spre
microsisteme ......... Mai mult, alegerea se dovedeste promititoare si din perspectiva CPS
(Cyber- Physical Systems) si este usor de inteles de ce. Microtraductorii de care vorbeam
mai inainte asigura interfata dintre tehnica digitala si realitatea fizici. Exemplul
caracteristic de CPS este 10T (Internet of Things), care conecteaza diverse obiecte (things)
intr-o retea informatica, care poate fi considerati 0 retea de microsisteme. Aici este
momentul sa amintim ca noua revolutie in industrie este potentatd de Industrial 10T , deci
de sisteme ciber-fizice, sau de combinatii de astfel de sisteme. ........

I.c Dan Dascalu, Learning from the past: 50 years of research in microelectronics
in Romania,

NOEMA (CRIFST, Romanian Academy), vol. XVI1II (2019), pp. 339-354

................................... Lessons to be learnt. National policy. Our presentation
has been focussed on the industrial platform Baneasa. The policy of industrialization had
at the beginning a positive effect, creating the semiconductor industry, fabricating
electronic components to be used in all electronic industries. The research institute, ICCE,
contributed to the diversification of this industry. During the last decade of the communist
regime, avoiding any imports put a high pressure on the industry (and on the citizens, as
well). The research institute experienced an explosive growth, in order develop everything
internally. It was an artificial construction, collapsing after 1990. The new authorities
ignored almost completely the problems of industry, subjected to an overwhelming
competition by the imported products. ..... For a few years, the industrial research institutes
(losing their industries!) benefitted from support ....... before collapsing. Today, as a UE
country, we have a very low level of funding in research and a very low performance in
innovation. Therefore, the competitivity is low with no sign that the authorities understand
what does this mean on a long term. ........ there are no clear priorities, concentrating the
efforts of universities, research universities, companies. This makes the development of the
strategy at the institute level a difficult task.

Research management. Beyond any doubt, ICCE contributed to the development of
valuable human resources in the field of semiconductors/microelectronics. As shown
above, no clear perspective existed for ICCE after 1990, before merging with IMT. The
chance of IMT was to use the existing expertise to benefit from the new opportunities. The
domain of competence was the lucky choice for IMT, because it had a long-term evolution,
allowing the institute to couple to the European research. Despite the rapid progress of the
industry at the global scale, there is still some work to do in the field of micro- and
nanotechnologies, either for the local innovative companies .... or for advanced technological
research. Perhaps the merit of the IMT management was to keep the track despite any
difficulties and exploit fully the opportunities (visibility in European research, availability of
funds for investments in infrastructure etc.). We also think that it was a good idea to play
the card of new technologies benefitting all potential actors, and advocate the funding of
meaningful topics in national programmes. ...... you need both a critical mass and a positive
feedback at the national level.

Human resources. Any successful strategy at the national or organisational level
must have in mind the researcher. He is the main actor in research and innovation. It is not
an easy job to be researcher in Romania today, fighting to get financing from various sources,
especially within calls for proposals. You have to compete against your colleagues, to waste
a lot of time in writing unsuccessful proposals, to lose your focus when looking for various
calls and partnerships. Even if you are successful in one call or another, you will have your
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funding delayed, for example you will have to provide salaries for your team for five years,
instead of three, wasting money for materials or equipment, loosing opportunity to valorise
your idea at the proper time. Nobody can blame you that you lack big achievements and
your work is fragmented and superficial. The politicians do not understand your problems, but
your research manager has to! At the level of your research unit, the management should strive
to provide you, as an honest researcher, a proper climate for a true research work, beyond
any constraints of formalism and bureaucracy. And, above all, to facilitate an open
communication and cooperation between various teams. Final message for the manager (or
captain). Is the above task too difficult? It seems risky to sail through such turbulent waters?
Yes, of course, but you are the leader, you have the responsibility of your ship and of your team.
So, be strong in will/ To strive, to seek, to find, and not to yield (Ulysses, by Alfred, Lord
Tennyson).

.0 Dan Dascilu, Romania — CDI. Punct si de la capat
Market Watch, Nr. 225 (iunie 2020), pp. 20-22

Toate analizele si statisticile arata ca avem prea putini cercetatori (la mia de locuitori)
si finantarea CDI din fonduri publice este extrem de redusd (in % din PIB). O analiza mai
complexi plaseazi Roménia pe ultimul loc din UE in performantele de inovare. intr-adevir,
cercetarea nu are o contributie vizibila la competitivitatea economica a Romaniei. Dar a
existat o politici nationali care si fie orientati spre competitivitate? incepand cu 1990,
industria romaneasca (0 gramada de fier vechi, nu-i asa?) a fost abandonata de catre stat
sau supusd unei privatiziri haotice. in mare misuri, industria de astizi a Roméniei (cu
un procent relativ ridicat in PIB) este rezultatul investitiilor straine. Unele institute de
cercetare-dezvoltare au supravietuit ramurilor industriale respective prin crearea institutelor
nationale de cercetare-dezvoltare (INCD-uri), cu aproape un sfert de secol in urma. Exista
institute cu rezultate promititoare, inclusiv in proiectele europene, dar in ce misura reusesc
sa contribuie la dezvoltarea economiei? Industria autohtona — céta exista — si companiile
striine se descurca de regula fara ele. Se finanteaza proiecte de colaborare intre cercetare
si IMM-urile inovative, dar finalitatea in piati este putin semnificativi. Invitimantul
universitar isi are problemele lui, inclusiv precaritatea activitatii in scolile doctorale (cum
se poate face doctorat la fard frecventd in facultitile de inginerie?) si nu modifica cat de cat
semnificativ tabloul de mai sus. Nu trebuie sa ne miram ca sistemul de transfer de tehnologie
(care inventariaza hartii si nu impactul in piata) este nerelevant.

Care sunt priorititile Romaniei, care ar trebui sa directioneze un ansamblu de politici,
printre care si cercetarea? intrebarea este retorici! Ceea ce stim este ca tematicile de cercetare
se stabilesc prin consultarea democratica a cercetatorilor si prioritatile rezulta ..... prin
combinarea tematicilor, pe principiul Ceva, ceva tot o iesi (este titlul in limba romana al filmului
Something's Gotta Give, cu Diane Keaton si Jack Nicholson). Ocazional, se vehiculeaza ideea
unor domenii aparent la moda in care se poate investi din fonduri europene, fara a intelege ca
este nevoie de foarte mult timp si competente pentru a produce rezultate. Avem si forme fara
fond, cum este inventarierea infrastructurilor de cercetare si a serviciilor oferite potentialilor
beneficiari (inclusiv industriei). Parerea noastra - un exercitiu pur formal, in cel mai bun caz
se obtine 0 colectie de bune intentii (care apare la multi ani dupa investitii) si nu 0 oferta reala de
SEIVICH. ..t
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Admitand ca nimeni nu are curajul (si suportul politic) de a restructura de sus in jos
actualul sistem de INCD-uri (dominant), haideti sa ne gandim ce meotivatie au cei din sistem ca
lucrurile sa se schimbe si cercetarea sa aiba impact vizibil in economie. Stimularea financiara
si promovarea cercetatorului individual se poate face foarte bine si fara ca acesta sa fie
implicat in inovare, in transferul de tehnologie. Conducerea institutelor inventariaza cu grija
proiecte aplicative si participarile la saloane de inventica, redactand 0 tematica promitatoare a
programelor nucleu (a céror eficientd nu 0 analizeaza nimeni in mod serios). Desigur, exista si
exceptii, de pilda contributii valoroase in proiecte europene conduse de firme din strainatate si
valorificate .... in alte tari. Sa aruncam din nou o privire peste granita, inclusiv in UE. Vom
descoperi cu surprindere destule situatii in care finantarea institutelor din fonduri publice este
dimensionata in functie de fondurile obtinute de acestea direct din industrie. Sa reflectam:
industria nu investeste pe criterii birocratice sau clientelare, banii sunt mai bine directionati. Exista
si aici riscuri — nu orice cercetare aplicata duce la succes: important este ca motivarea oamenilor
si @ organizatiilor este focalizata si are mai multa coerenta.

I.E Dan Dascalu, Regandirea sistemului Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Market Watch, Nr. 226 (iulie-august 2020), pp. 16-19

........................... O analiza externa (2011-2012) a sistemului CDI din Romania a aratat ca
banii dedicati cercetarii nu sunt numai putini, dar si prost folositi. Si astazi este un subiect
fierbinte in comunitatea stiintifica: cine primeste bani si pe ce criterii? Aceasta este 0 dovada
in plus ca o simpla crestere a bugetului cercetarii roméanesti nu va rezolva problema de fond. Dar
cum poate cercetarea sa contribuie la inovare si la competitivitate? Concluziile analizei
mentionate duc la ideea ca sistemul CDI este anacronic si trebuie reformat.
...................................... un sistem eficient cercetare-inovare, trebuie sa se bazeze pe un
program national bine focalizat, pe universitati si institute de cercetare care formeaza si
utilizeaza resurse umane de calitate si infrastructuri de cercetare intens folosite. Fara a ignora
rolul si importanta sectorului public si competenta specialistilor din acest sistem, sectorul privat

- orientat spre piata - este esential pentru valorificarea cercetarii prin inovare. O
finantare consistentd si bine orientati a cercetarii publice (care inseamna un numéar mare de
cercetitori angrenati in tematici de mare interes) stimuleaza si cercetarea din companiile
private. Statul poate interveni prin legislatie si instrumente de finantare. Dincolo de
infrastructura de inovare traditionala (parcuri stiintifice, centre tehnologice etc.), statul
poate crea (prin programul operational de competitivitate) conditii pentru formarea unor
ecosisteme regionale de inovare (innovation-hubs), care sia asigure 0 interactiune extinsa
intre entititile publice si cele private. Abordarea europeand este aceea de a utiliza
infrastructuri de cercetare deschise, care sa permita utilizarea tehnologiilor cheie, suficient de
versatile pentru a facilitata inovarea in diverse domenii de aplicatie. Desigur, abordarea
infrastructuri — tehnologii trebuie sa fie selectiva, avand in vedere orientirile strategice si
resursele disponibile (in primul rand competentele umane). Pe de alta parte, existenta
resurselor umane si o politica proactivi, orientata spre obiective ambitioase, poate contribui
la atractivitatea Romaniei ca locatie de investitii in tehnologie avansata. Sa subliniem si
importanta colaboririi europene, de exemplu prin viitorul program Horizon Europe, care
se va desfasura in paralel cu urmitorul Plan National CDI (2021-2027). Romaénia poate
castiga experienta si accesul la noi resurse prin participarea la proiecte de cercetare
avansata sau de cercetare aplicata (de multe ori conduse de firme), si chiar la retele de
infrastructuri de cercetare promovate in sistemul ERIC ..............ccccovevnee. Am vizut ca
simpla orientare spre tematica europeana si cresterea finantarii cercetirii (asa cum a avut
loc in perioada 2005-2008) nu au fost suficiente: sistemul nu a fost reformat si deficientele
sale s-au mentinut. intre timp mediul de afaceri din Roménia s-a maturizat si unele
realizari ale companiilor indigene si ale antreprenorilor romani (inclusiv in striinitate)
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sunt incurajatoare: in ce masura cercetarea romaneasca a contribuit la succes, este insa o
alta problema. Pe de alta parte, faptul ca dezvoltarea unui sistem CDI performant necesita
decenii, face cu atat mai pregnanta orientarea spre obiective de perspectiva (a se vedea, de
exemplu, Green Deal al UE) si spre inalta tehnologie. Sa nu avem insa iluzia ca simpla injectie
de fonduri substantiale (de pildid din fonduri structurale) pentru crearea de noi entititi
poate suplini lipsa de competente, precum si un sistem organizational bazat pe valori
autentice si deschis spre colaborare.

in concluzie, trebuie investit in viitor, utilizind cu discernimant si curaj resursele
umane si materiale existente, asigurand promovarea valorilor autentice, in particular
experienta institutiilor si proiectelor europene de succes. Informatii recente arati ca
modelul european incepe sa furnizeze exemple de performanta la nivel mondial. Trebuie
insd sa renuntim la 0 abordare formala, pur declarativi, si intelegem in profunzime si
sa aplicim mai bine aceasta experienta. Este adevarat ca stribatem 0 perioada dificila,
dar sa vedem jumadtatea plina a paharului. Suntem intr-un moment de criza (cu schimbari,
dar si noi oportunitati), in care UE are nevoie de toate resursele pentru a-si regandi si
consolida pozitia intr-o lume in continui schimbare — aceasta conjunctura poate fi 0 sansa
si pentru Romania, inclusiv prin relocarea unor industrii (idee mentionata deja mai sus).
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Liceul, Politehnica

Poza de grup cu colegii
de clasa si profesorii, in curtea
Scolii medii Nr. 1 Nicolae
Balcescu din Bucuresti (Colegiul
Sf. Sava). Dan Dascélu este al 6-
lea din dreapta, pe randul din
mijloc (marcat cu o sageata).

Premiul Traian Vuia
1974 al Academiei Roméne
(acordat la 24 aprilie 1976) pentru
realizarea  diodelor IMPATT
generatoare de microunde. De la
stanga la dreapta: Nicolae Marin,
loan Costea, Dan Dascalu,
Gheorghe  Brezeanu, Andrei
Mihnea.

L = W7, | s Y . P, N
Realizarea primelor radiolee digitale de microunde Delta, destinate interconectarii
calculatoarelor. De la experimentarea din laborator in Politehnica, la testele pe teren (transmisie

Calea Victoriei — platforma Pipera).
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O NOUA INSTITUTIE DE CERCETARE, PROPUSA SI SPRIJINITA DE ACADEMIA ROMANA

Imaginea din stanga. Centrul de Microtehnologie (CMT) isi incepe activitatea la S.C.
Microelectronica S.A. De la stanga la dreapta: Acad. Mihai Draganescu (Presedintele
Academiei Romane), Prof. Dan Dascalu (directorul CMT), Dr. Ing. Doru Dumitru Palade
(Ministrul Cercetarii  Stiintifice), Dr. Ing. Vasile Baltac (Secretar de Stat la Ministerul
Industriei).

Imaginea din dreapta. Ministrul Cercetarii Doru Dumitru Palade (stanga) este
intampinat de acad. Dan Dascéalu (dreapta), Directorul IMT (institut recent infiintat, care
functioneaza in S.C. Microelectronica S.A.). A participat si Dr. Ing. Marius Guran,
Consilierul Presedintelui Romaniei (mijloc).

In Aula Magna a Academiei Romane au avut loc manifestari de initiere si pregatire
a programului national de cercetare  MATNANTECH, ,Materiale noi, micro- i
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nanotehnologii”, lansat in septembrie 2001, la 10 ani de la infiintarea CMT. De la stanga la
dreapta: acad. Dan Dascalu, director general al INCD-Microtehnologie, prof. Adrian Rusu,
m.c. al Academiei, Seful Catedrei de Dispozitive, Circuite si Aparate Electronice (in plan
secund), acad. Eugen Simion, Presedintele Academiei Romane, acad. Andrei Tugulea, Secretar
General al Academiei (care a semnat actul de infiintare a CMT 1in calitate de Secretar de Stat
la Ministerul Invatamantului si Stiintei), acad. Mihai Draganescu, Presedintele Sectiei de Stiinta
si Tehnologia Informatiei (coltul din dreapta jos al imaginii).

Presedintele Academiei Romaéne si alte oficialitati in vizita la Institutul de
Microtehnologie

[ --‘v»‘ . -
Comisarul European pentru Cercetare Philippe Busquin (centru) apare alaturi de

Jonathan Scheele, ambasadorul UE in Romania si de ing. Claudia Roman din IMT, la vizita
intreprinsa in februarie 2004 in institut. Semnand in Cartea de Onoare, DI. Philippe Busquin a
numit IMT “un pionier al integrarii in ERA (European Research Area)”.

La data de 12 martie 2009, presedintele Academiei Romane, acad. lonel Haiduc a
vizitat “Centrul de nanotehnologii” din IMT, entitate care a functionat (2002-2017) sub egida
Academiei. In prima figura acad. lonel Haiduc (stinga) este insotit de acad. Dan Dascilu
(Directorul general al institutului) si de dr. Irina Kleps, coordonator al Centrului de
Nanotehnologii. In imaginea din dreapta, Echipamentul e LiNE, Raith (nanoengineering
workstation), unic nu numai in Romania, dar in intreaga zona din estul Europei, este prezentat
catre de Dr. Fiz. Adrian Dinescu (stanga), in momentul de fata (2021) Directorul general al
Institutului.
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Un traseu asemanator ca cel al Presedintelui Academiei (v. mai sus) a fost parcurs la
data de 16 decembrie 2009 de catre Prof. Dr. Adrian Curaj, la vremea respectiva Presedintele
ANCS (Autoritatea Nationala pentru Crecetare Stiintifica). Prof. Adrian Curaj a fost invitat de
onoare la Ziua Portilor Deschise 2009 organizata de IMT Bucuresti

Sub auspiciile Academiei Roméane: Forumul Romdnii in Micro- si Nanoelectronicd

T
ii
i
I

»

Advances in micro- and

European Excellence in nanoelectronics

Nanotechnology

e, r
33 K#:f:"'
k ‘

Nanotechnology —
Seminar SNN 2018

e e e R ]
e

Series in Micro and Nanoengineering

Press Conference

EDITURA ACADEMIEI ROMANE

Academia Roméana a organizat, in parteneriat cu INCD Microtehnologie, un grup
de evenimente, intitulat European Excellence in Nanotechnology (EXCELNANO, 6-7
noiembrie 2018), a se vedea afisul din stanga. Unul dintre evenimente a fost Conferinta de
Presa la care, printre altele, a fost lansat volumul 27 al seriei Micro- and nanoengineering
(coperta din dreapta), continand contributii stiintifice ale romanilor din tara si din diaspora.




in dreapta: Conferinta de presi (6 noiembrie 2018) a fost prezidati de citre acad.
loan Dumitrache, Secretar General al Academiei Romane (al doilea din stinga), asistat de
catre initiatorii evenimentului (dela stanga la dreapta): Prof. Dr. Sorin Cristoloveanu
(Grenoble), acad. Dan Dascalu, Dr. Andreas Wild (Miinchen).

in stanga: O imagine din Aula Magna a Academiei Romane, din timpul unei sesiuni
a Forumului Romanii in Micro- si Nanoelectronica (6 noiembrie 2018). In primul rand - Prof.
Dr. Sorin Cristoloveanu si Dr. Andreas Wild (dreapta).

JUBILEUL CERCETARII iN DOMENIUL DISPOZITIVELOR SEMICONDUCTOARE, LA ACADEMIA
RoMANA

Simpozionul dedicat acestui jubileu al cercetarii in domeniul dispozitivelor
semiconductoare din Aula Bibliotecii Academiei Romane (19 septembrie 2019) a fost deschis
de citre acad. loan Dumitrache, Secretar General al Academiei Roméne (stinga). in imagine
mai apar moderatorii dezbaterii: acad. Dan Dascalu si Dr. Andreas Wild (dreapta), fost Director
Executiv al parteneriatului european public-privat in nanoelectronica (ENIAC/ECSEL).
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20 septembrie 2019: Acad. Dan Dascdlu, fost Director general al INCD
Microtehnologie (IMT Bucuresti) in perioada 1996-2011 (al saselea din stanga), oaspete al
Laboratorului de dispozitive de microunde, condus de catre Dr.fiz. Alexandru Miiller (al
saptelea din stanga), a carui cariera stiintifica exemplara in ICCE si IMT ilustreaza cel mai bine
continuitatea generatiilor de cercetatori din ICCE si IMT si performanta de nivel international
a acestora.

Membrii laboratorului (parte a primului centru de excelenta finantat de catre Comisia
Europeana dupa admiterea Romaniei in UE) sunt grupati in jurul unui echipament achizitionat
in cadrul unui proiect international bazat pe colaborarea cu Universitatea din Toronto (Prof. Dr.
Sorin Voinigescu, fost asistent al prof. Dan Dascalu).
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O expresie elocventa a continuitatii ICCE-IMT este si desfasurarea fara intrerupere din
1978 (cand a fost fondata de catre Dr. Constantin Bulucea, IEEE Fellow, Membru de Onoare
al Academiei Romane) si pana in prezent a Conferintei Anuale de Semiconductori (CAS),
denumita acum International Semiconductor Conference (eveniment IEEE). Acad. Dan
Dascilu (Presedinte al CAS, 1998-2016) apare in stinga grupului de participanti straini (CAS
1998, Sinaia), si in centrul imaginii din dreapta, in discutie (la editia CAS 1999) cu Dr. Alexandru
Miiller (dreapta) si Dr. George Constantinidis (Heraklion, Creta). Este 0 imagine emblematica
a unui parteneriat care a stat la baza proiectului MEMSWAVE (1998-2001), primul proiect
european condus de o tara din estul Europei (prin IMT Bucuresti) care a fost nominalizat pentru
premiul Descartes (editia 2002), care rasplateste cea mai buna cooperare europeana in cercetare.
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